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Neste trabalho tem-se por objetivo a assimilagao de técnl
cas de simulagdo e confecgao de lay-out para circuitos integra
dos, visando-se sua introdugao nos curriculos de graduacdo de
Engenharia Elétrica.

Dado o grande avango tecnolégico de circuitos integrados
C-MOS, com caracteristicas de alta integracio e baixa dissipa--
¢ao de poténcia, opta-se pela simulagao e estudo de um circul
to analogicc amplificedor de transcondutancia C-MOS.

Realiza-se entéo, simulagSes com o PSPICE, estuda-se a
tecnologia MOS e técnicas de lay-out com software Egipca e KIC
fazendo-se a otimizagéo do circuito num processo iterativo .
Aborda—sej dentre outros, o estudo e implementagéo de_espelhos
e fontes de corrente, influéncias de variagao de parametros
geométricos no desempenho do circuito e o fenomeno de latch
up.

Olav—éut final foi enviado ao 3% Projeto Multi usuario Brg
sileiro, aguardando-se a confecgao do chip para verificagdes e

analises experimentais.
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